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Реферат:
1. У дисертаційній роботі проведено дослідження основних закономірностей і фізичних механізмів
перебудови дефектно-домішкової системи в структурах оксид/напівпровідник в залежності від технології
отримання, складу оксидної плівки, додаткових обробок і введення буферних шарів. Запропоновано модель
атермічного НВЧ впливу для пояснення механізму впливу НВЧ випромінювання на структури оксидна
плівка/напівпровідник. Встановлено, що при формуванні структур SiC/por-SiC/TiO2 методом швидкого
термічного відпалу (ШТО) має місце конкуренція двох процесів: 1) стабілізація стехіометричного складу
оксиду титану 2) виникає фаза графіту в інтерфейсі por-SiC/TiO2, що погіршує якість межі розділу.
Встановлено, що лазерний відпал можна використовувати для управління прозорістю багатошарових
структур з тонкими плівками кремнію. Виявлено, що електронно-променева обробка (ЕПО) поряд з
формуванням більш однорідного рельєфу поверхні SiC призводить також до появи в матеріалі додаткових
центрів поглинання, пов'язаних з дислокаціями. Запропоновано модель, що пояснює вплив форм-фактора



пор підкладки на розмір наночастинок, які формуються в порі.

2. The thesis studied the basic laws and physical mechanisms of restructuring of the defect-impurity system in the
structures oxide/semiconductor, depending on the technology of obtaining, the composition of the oxide film,
additional treatments and the introduction of buffer layers. . It is found that even a short microwave action lead to
changes of the optical characteristics of the structures oxide film/silicon carbide. The model of the athermal
microwave exposure was proposed for explaining the mechanism of action of microwave radiation on the
structure of oxide film/semiconductor. It was established that the formation of structures of SiC/por-SiC/TiO2
by rapid thermal annealing (RTA) is a competition of two processes: 1) the stabilization of the stoichiometric
composition occurring titanium oxide (rutile) and an increase in the grain size of the oxide film to 70-100 nm, 2)
occurs in the interface of por-SiC/TiO2, the graphite phase which impairs the quality of the interface. It is found
that the laser annealing can be used to control the transparency of the multilayer structures with thin silicon films.
It was found that the electron beam processing (EBP), along with the formation of a more uniform relief SiC
surface also leads to the appearance in the material additional absorption centers which associated with
dislocations, the appearance of which is due to thermal stresses occurring in the surface layer of silicon carbide
with EBP. A model explaining the effect of the form-factor of the substrate since on the size of the nanoparticles,
which are formed in the pore.
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